













き る だ け 強 力 な 白 色 X 線 顔 が 望 ま し く ､ 最 近 話 題 に な っ て
い る シ ン ク ワ ト ロ ry 軌 道 放 射 光 (S 0 R ) は 理 想 的 な 光 顔
で あ り ､ こ れ 手首 よ っ て 精 度 の 良 い デ ー タ を 短 時 間 の う ち に
得 る こ と が で き る ｡
本 研 究 で は シ ン ク ロ ト ロ ン 軌 道 放 射 光 を 用 い る EXA F
S 測 定 器 系 の 基 礎 ‡打 究 と い う こ と に 主 眼 を お き ●､ 第 1に 測
定 装 置 の 開 発 ､ 第 2に 結 晶 学 的 構 造 相 転 移 へ の 応 用 と い う
2点 に 注 目 し て 研 究 を 行 っ た ｡
ll. クラスタービーム蒸着法による超伝導金属薄膜
の作製 とその特性研究
山 下 潤 一
第廿種超伝導体における磁束ピニングの機構としては,格子欠陥や不純物によるものが知ら
れている｡しかしさらに大きな磁束ピニング機構があるとすると,従来知られているより大き
な超伝導臨界電流 Jcを得る可能性がある｡
このような機構として,超伝導体に強敵性体を密接させ,その界面における自由エネルギー
差により強いピニングカを得るというものが考えられる｡
この観点から我々は超伝導体/強磁性体多層膜を作成し,Jcを測定した｡しかし普通の蒸着
による試料だと,その膜界面の凹凸が量子化磁束のサイズよりかなり大きくなりピニングカが
効果的にきかないためか,過去の実験では約2倍のJc上昇とい う,理論的予想よりはかなり
小さな結果しか得られていない｡
そこで膜界面の凹凸を小さくするためにイオンクラスタービーム蒸着法'ECLよItD試料をっくったo
その試料を用いての測定において,約4倍の Jc上昇の可能性が示されたo今後種々の条件の
もとでの定量的確認が必要とされる｡
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